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OZET
HUCRELERIN ERISIM ORUNTUSUNE GORE UYARLANABILIR
ALTTAS KUTUPLAMA (BODY BIAS) GERILIMLI BiR DINAMIK
RASTGELE ERiSIM BELLEGI (DRAM) YAPISI

Bu bulus, DRAM yapilarinda satirlarin erisim &riintlisiine gore bir baska ifade ile
satirlara erisim olup olmadi@i ve/veya satirlara hangi siklikta erisim olup
olmadigina goére hiicrelerdeki (21) erisim transistorlerine kutuplama (bias)

gerilimlerinin (B) uyarlamali olarak uygulanmasi ile ilgilidir.
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ISTEMLER

. Islemcinin eristigi hiicrelere (21) ve hiicrelerin (21) erisim driintiisiine gore

erisilmeyen hiicrelerin (21) erisim transistorlerine (211) kutuplama
gerilimlerinin uyarlamali olarak uygulanmasi saglayan,

birden fazla sayida hiicreden (21) olusan en az bir satir igeren en az bir temel
DRAM (2),

bir kapasitorle birlikte her bir hiicreyi (21) olusturan bir erisim transistori
(211) iceren,

bir satirt olusturan hiicrelerdeki (21) erisim transistorlerinin (211) her
birinin alttas terminallerinin bagli oldugu bir kutuplama hatt1 (212),
kutuplama hattina (212) Onceden belirlenmis bir degerde kutuplama
gerilimi (B) verilip verilmeyecegini kontrol etmek igin en az bir ¢oklayict
(4),

¢oklayicinin (4) se¢im girisine (selection input) bagh olan ve ¢oklayicinin
(4) calismasim kontrol eden, islemci tarafindan veri yazilmasi veya
okunmasi amaci ile hangi hiicrelere (21) erisim oldugu hangi hiicrelere (21)
erigsim olmadigina bakmak bir bagka ifade ile hiicrelerin (21) veya satirlarin
erisim Orlintiisiine bakmak ve erisim olmayan hiicrelere (21) veya satirlara
onceden belirlenmis bir degerde kutuplama geriliminin (B) iletilmesini
saglamak icin ¢ikis sinyali Uireterek coklayiciya (4) iletmek icin uyarlanmis
en az bir kontrol iinitesi (3),

kontrol iinitesinden (3) ¢oklayiciya gelen veriye gore ¢oklayicinin (4) veri
giriglerinden {(data input} en az birinden alinarak kutuplama hattina (212)
iletilecek kutuplama geriliminin (B) gectigi en az bir kutuplama siiriiciisti
(5) ile karakterize edilen erisim Oriintiisiine gore uyarlanabilir bir dinamik

rastgele erisim bellegi yapisi (1).

. Satirlarin erigim driintiisiine bakmak ve satirlarin erigim oriintiisiine goére en

az bir satir veya en az bir hiicre (21) icin ¢oklayicinin (4) ¢ikisini belirlemek
ve se¢im girigsine birden fazla sayida farkli gerilimden birini vermek igin

uyarlanmig kontrol iinitesi (3) iceren istem 1°deki gibi erisim oriintiisiine
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gore uyarlanabilir bir dinamik rastgele erigim bellegi yapisi (1).

. Her bir satirdaki erisim transistorlerinin (211) ayni ve tek bir kutuplama

hattina (212) baglanmasi ile karakterize edilen istem 1° deki gibi erisim

oriintlisiine gore uyarlanabilir bir dinamik rastgele erisim bellegi yapisi (1).

. Her bir satirdaki erisim transistorleri (211) arasinda olan ve her bir satirdaki

erigim transistérlerine (211) aym anda ve aym voltajda kutuplama gerilimi
(B) verilmesini saglayan kutuplama hatti (212) ile karakterize edilen istem
1" deki gibi erigim driintiisiine gére uyarlanabilir bir dinamik rastgele erisim

bellegi yapisi (1).

. Bellekte bulunan tablodan veya kendi tuttugu tabloda kayith erigsim

bilgilerine gore erisim Oruntiisiinden erisim olmayan hiicreleri (21)
belirlemek ve erisim olmayan hiicrelere (21) kutuplama gerilimi (B)
uygulanarak erigim transistdrlerinin (211) esik degerinin ve saklama
zamaninin artmasint saglamak i¢in uyarlanmig kontrol initesi (3) ile
karakterize edilen istem 1° deki gibi erisim oriintiisiine gére uyarlanabilir

bir dinamik rastgele erisim bellegi yapisi (1)

. Satirlarin erisim oriintiisiine gore hiicrelere (21) kutuplama gerilimi (B)

uygulanip uygulanmayacagina karar vermek, hiicrelere (21) kutuplama
gerilimi (B) uygulanacak ise 6énceden belirlenen kutuplama gerilimin (B)
hiicrelere (21) uygulanmasint saglamak i¢in uyarlanmis kontrol Unitesi (3)
ile karakterize edilen istem 1’ deki gibi erisim Orlintiisline gbre

uyarlanabilir bir dinamik rastgele erisim bellegi yapist (1).

. Erigim O&rintiisi gbre hiicrelere (21) satirlar arasinda gruplandirma

yapilmasi ve grup veya smif sayisma gore satirlara veya farklh satirlara
ikiden ¢ok alttas kutuplama gerilimi (B) uygulanmasi ile karakterize edilen
istem 1’ deki gibi erisim ortintiisiine gore uyarlanabilir bir dinamik rastgele

erigim bellegi yapisi (1).
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TARIFNAME

HUCRELERIN ERISIM ORUNTUSUNE GORE UYARLANABILIR
ALTTAS KUTUPLAMA (BODY BIAS) GERILIMLI BIR DINAMIK
RASTGELE ERIiSIM BELLEGI (DRAM) YAPISI

Teknik Alan

Bu bulus, dinamik rastgele erisim bellefi (dokiimanin kalanminda DRAM olarak
anilacaktir) yapilarinda satirlarin erigim driintiisiine gore bir baska ifade ile satirlara
erigim olup olmadig1 ve/veya satirlara hangi siklikta erisim olup olmadigma gore
hiicrelerdeki erigim transistdrlerine kutuplama (bias) gerilimlerinin uyarlamali

olarak uygulanmasi ile ilgilidir,

Onceki Teknik

Giiniimiizde DRAM {ireticileri fabrika seviyesindeki liretim sirasinda DRAM’ler
icin dnceden belirlenmis yenileme zamanlari (refresh time) belirlemekte ve DRAM
karakteristifine gore saklama zamanlar (retention time) ortaya ¢ikmaktadir.
Yenileme zamani hiicrelerde veri saklanmasina yarayan kapasitoriin bosalmadan
once periyodik olarak tekrar sarj edildigi énceden belirlenmis bir zaman olarak,
saklama zamani ise bir hiicrenin yenilenme yapilmadan verileri saklayabildigi

zaman olarak ifade edilebilir.

Bir DRAM iizerinde bulunan hiicrelerden bazilar diger hiicrelere gore daha zayiftir.
Bir hiicrenin zay1f olmasi, o hiicrenin sakladigi veriyi diger hiicrelere gére daha kisa
zamanda kaybetmesi yani saklama zamanin daha kisa olmasi anlamina gelmektedir.
Baz hiicreler ise igindeki veriyi daha uzun slire saklayabilmektedir. Saklama
zamanindaki bu degisikliklere tiretim kaynakli farkliliklar sebep olmaktadir. Zayif
hiicrelerin orani az olsa bile tiim DRAM hiicreleri i¢in yenileme siklig1 tireticiler

tarafindan bu zayif hiicrelerin saklama zamani degerine gére belirlenmektedir. Bu
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durumda birgok hiicre i¢in (hatta zayit olmayan hiicreler/satirlar igin bile) en zayif
hiicreye gore yenileme yapildifindan dolay1r gereksiz yere yenileme (refresh)

yapilmis olmaktadir.

Yenileme islemi DRAM” lerin performansini dogrudan etkilemektedir. Clinki
yenileme islemi i¢in gilic tilketimi gerekmekte ayrica yenileme sirasinda okuma ve
yazma yapilamayacagi i¢in bu hiicreler i¢in gelen istekler bekletilmek durumunda
kalmaktadir. Dolayisiyla hem gilic tiikketimini azaltabilmek hem de basarimu ve
performansi artirmak icin toplam yenileme sayisinda veya yenileme sikhifinda

diistise ihtiyag duyulmaktadir.

DRAM’ in kullanilmas1 (¢alismasi) sirasinda, islemci DRAM igerisinde bulunan
hiicrelere ve satirlara erigerek ilgili satirlardan veri okumakta ve/veya ilgili
hiicrelere veri yazilmaktadir. DRAM igerisinde yer alan her hiicre aym sikhikta
kullanilmamaktadir, Bazi hiicrelere daha sik erigim olmakta ve séz konusu
satirlardan daha sik veri okunmakta ve/veya daha sik veri yazilmaktadir, Islemci
tarafindan veri okuma veya yazma amact ile her hangi bir hiicreye erigildiginde,
veri okuma ve yazma islemi ile ilgili hiicrenin/satirin yenilemesi (refresh)
yapilmaktadir. Bir baska ifade ile hiicrelere erisim oldugunda, erisim olan hiicrelere
yenileme (refresh) yapildigi diistiniilebilir. Genel teorilere gére erisilen hiicrelere
yeniden erisim olasilifi erisilmeyen hiicrelere erisim olasilifindan daha yiiksektir.
Ommegin DRAM’ in ellinci satirina erigim oldu ise o satira yeniden erisilme olasilig
yiiksektir. Bagvuru konusu patent ile DRAM satirlarina, hiicrelerine erisim olup
olmadig: hangi hiicrelere erisildigi takip edilerek erisim driintiisiine gore hiicrelere
kutuplama gerilimi uygulanmaktadir. islemcinin eristigi hiicrelere degilde erisim
olmayan hiicrelere kutuplama gerilimi uygulanmaktadir. Boylece erisim olan
hiicreler otomatik olarak yenilenmekte ve erisim olmayan hiicrelere uygulanan
kutuplama gerili ile bu hiicrelerin sizdirmazhig arttinlmakta ve yenileme sikligi

uzatilmaktadir.

Basvuru konusu patent ile biitiin hiicrelere rutin bir yenileme zamam uygulanmast
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yerine hiicrelerin erisim Oriintlisiine gdre bazi hiicrelere kutuplama gerilimi
uygulanmakta ve biitiin hiicrelerin yenileme zamaninin arttirilmasi saglanmaktadir.
DRAM hiicrelerinin erisim oriintiisiine gore, erisim olmayan hiicrelere kutuplama
gerilimi (bias voltage) uygulanarak esik degeri arttirllmakta ve bdylece daha az
yenileme sikhgina ihtiya¢ duyulmaktadir. Yenileme (refresh time) sikliginin
azaltilmas1 DRAM igin daha az gii¢ tiiketimi ve daha yiiksek performans anlamina
gelmektedir. Bagvuru konusu patent farkli bir ¢6zlim ile yenileme sayisinda veya

yenileme siklifinda diisiis saglamaktadar.

Teknigin bilinen durumunda yer alan US2003067824 A1 sayili Birlesik Devletler
patent dokiimaninda, self-refresh modunda yenilemlerin (refresh) farkli zamanlarda
yapilabilmesi i¢in variable bias voltage generator (degisken bias fark gerilimi
tireticisi) kullanmilmas1 dnerilmektedir. Body bias voltage, body voltage icin fark
uygulamak demektir. S8z konusu patent dokiimaninda clock generator igin
gerilimde fark olusturmak agiklanmaktadir. Bagvuru konusu patentte ise DRAM
hiicrelerinin erisim &rlintlisiine gdre bazi hiicrelere kutuplama gerilimi uygulanarak
yenileme sayisinda veya vyenileme siklifinda disiis saglamaktadir,. DRAM
icerisinde erisim olmayan hiicrelere (hiicrelerin igerisinde bulunan transistérlere)
kutuplama gerilimi (bias voltage) uygulanarak sizdirma akiminin artig1 kutuplama

gerili ile ayarlanmaktadir.

Teknigin bilinen durumunda yer alan US2010332943 (A1) sayili Birlesik Devletler
patent dokiimaninda, bir veri yenileme mekanizmasi agiklanmistir. Séz konusu
mekanizma bir kontrolcti, esik ayarlayici ve yenileyici igermektedir. Sistem, yakin
zamanda islenen ve kontrol edilen bélgeleri tekrar tekrar yenilememek adina iglem
hatalar1 ve yenilenme zamanlarnna gbre ayirarak esik degerler ayarlanarak
islemeden ¢rkarmaktadir. S6z konusu dokiimanda refresh zamam igin bir esik
belirlenmekte, bu esik degeri ayarlanabilmekte bdylece farkli zamanlarda refresh
miimkiin hale gelmektedir. Bagvuru konusu patentte ise DRAM hiicrelerinin erisim
oriintlistine gdre, erisim olmayan hiicrelere kutuplama gerilimi uygulanarak

yenileme sayisinda veya yenileme sikhifinda disliy saglamaktadir,. DRAM
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igerisinde erisim olmayan hiicrelere (hiicrelerin igerisinde bulunan transistorlere)
kutuplama gerilimi (bias voltage) uygulanarak sizdirma akiminin artis1 kutuplama

gerili ile ayarlanmaktadir.

Bulusun Kisa Aciklamasi ve Amaglari

Bu bulusun amaci, DRAM hiicrelerinin erigim orlintiisiine gore erisim olmayan
hiicrelere kutuplama gerilimi uygulanarak teknigin bilinen durumunda yer alan
temel tasarimli DRAM'lere gore (uygulanan bias gerilimine gdre degismektedir)
daha az yenileme siklifina ihtiyag duyan bédylece giic tiiketiminin ve
okuma/yazmalarin yenileme ile ¢akisma ihtimalinin azaldigi bir DRAM

gerceklestirmektir.

Bu bulusun diger bir amact DRAM” in erisilen hiicrelerinin yenilemesi yapildig
icin erisilmeyen hiicrelere dnceden belirlenen siklikta yenileme yapmak vyerine
erisilmeyen hiicrelerin igerisinde bulunan transistérlere kutuplama gerilimi (bias
voltage) uygulanarak sizdirma akiminin artist kutuplama gerili ile ayarlanmasini

saglayan bir DRAM gerceklestirmektir.

Bu bulusun diger bir amaci erisilmeyen hiicrelerin esik degerinin arttirilmasini
saglayarak sizdirmalarin artmasim ve performans diisiisiinii engelleyen bir DRAM
gergeklestirmektir.

Bulusun Ayrintili Aciklamasi

Bu bulusun amacina ulagsmak i¢in gergeklestirilen bir uyarlanabilir alttas kutuplama

gerilimli DRAM yapisi, ekli sekillerde gosterilmis olup bu sekiller;

Sekil 1. DRAM yapisinin sematik gériiniisiidiir.

Sekil 2. Bir hiicrenin sematik gériintistidiir.
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Sekillerdeki pargalar tek tek numaralandirilmis olup, bu numaralarin karsilhig

asagida verilmistir.

1. Uyarlanabilir alttag gerilimli DRAM yapisi
2. Temel DRAM

21. Hiicre
211. Erisim Transistori

212. Kutuplama hatti

3. Kontrol initesi

4. Coklayici

5. Kutuplama siiriiciisii

G. Toprak

B. Kutuplama gerilimi

Islemcinin eristigi hiicrelere (21) ve hiicrelerin (21) erigim &riintiisiine gore

erigilmeyen hiicrelerin (21} erisim transistorlerine (211) kutuplama gerilimlerinin

uyarlamali olarak uygulanmasini saglayan erisim orlintiisiine gore uyarlanabilir

alttas gerilimli DRAM (1) en temel halinde asagidaki unsurlari icermektedir;

birden fazla sayida hiicreden (21) olusan en az bir satir iceren en az bir temel
DRAM (2),

bir kapasitorle birlikte her bir hiicreyi (21) olusturan bir erisim transistorii (211),
bir satir1 olusturan hiicrelerdeki (21) erisim transistérlerinin (211) her birinin
alttas terminallerinin bagli oldugu bir kutuplama hatti (212),

kutuplama hattina (212} dnceden belirlenmis bir degerde kutuplama gerilimi
(B) verilip verilmeyecegini kontrol etmek i¢in en az bir ¢oklayici (4},
¢oklayicinin (4) segim girigine (selection input) bagh olan ve ¢oklayiciin (4)
¢aligmasim kontrol eden, islemci tarafindan veri yazilmasi veya okunmasi
amaci ile hangi hiicrelere (21) crisim oldugu hangi hiicrelere (21) erigim
olmadigina bakmak bir baska ifade ile hiicrelerin (21) veya satirlarin erisim
orlintiisiine bakmak ve erisim olmayan hiicrelere (21) veya satirlara dnceden

belirlenmis bir degerde kutuplama geriliminin (B) iletilmesini saglamak igin
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¢ikis sinyali lireterek goklayiciya (4) iletmek igin uyarlanmig en az bir kontrol

finitesi (3),

¢ kontrol tinitesinden (3) ¢oklayiciya gelen veriye gore ¢oklayicinin (4} veri

giriglerinden (data input) en az birinden alinarak kutuplama hattina (212)
iletilecek kutuplama geriliminin (B) gectigi en az bir kutuplama siiriiciisii (5)

icermektedir.

Bulus konusu hiicrelere (21) ve hiicrelerin (21) erisim Oriintiisiine gore uyarlanabilir
alttas gerilimli DRAM yapisinda (1), kullanildig1 elektronik cihazdaki islemcinin
fonksiyonlarimi yerine getirebilmesi igin gerekli veri, program kodu ve benzeri gibi
bilgileri saklamak i¢in bir temel DRAM (2) bulunmaktadir. Temel DRAM'in (2)
i¢ginde hiicreler (21) bulunmaktadir. Her bir hiicre (21} bir kapasitérden ve bir erisim
transistoriinden (211) olusmaktadir. Bir kapasitér ve erisim transistoriinden (211)
olugsan hiicreler (21) yan yana gelerek satirlar, satirlar da alt alta gelerek temel

DRAM'in (2) yapisint meydana getirmektedir.

Bir hiicrenin (21) iginde yer alan erisim transistoriiniin {(211) kaynak (source)
gerilimi ile (body) alttas gerilimi arasindaki fark degistirilereck o erisim
transistoriiniin {211) esik deger gerilimi ayarlanabilmektedir. Bir transistoriin (211)
esik deger geriliminin artmasiyla o transistor (211) daha az sizdirmaya baslamakta
ve dolayisiyla o transistoriin (211) yver aldig hiicre (21) i¢inde sakladig: veriyi daha
uzun siire tutabilmekte yani saklama zamam artmaktadir. Transistore (211) farkls
esik degeri gerilimi uygulanmast ile transistoriin (211) saklama zamani arttirilarak

sizdirmazlif azaltilabilmektedir.

Bulus konusu DRAM yapisinda (1) bir satira ve dolayist ile satin olusturan
hiicrelerdeki (21) her bir erisim transistériine (211) kutuplama gerilimi (B) verilip
verilmeyecegine kontrol iinitesi (3) tarafindan karar verilmekte ve bu karar
coklayict (4) vasitasiyla uygulanmaktadir. Bulusun tercih edilen uygulamasinda

bahsedilen karar verilirken DRAM yapisinda bulunan hiicrelere (21) erisim olup
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olmadigina bakilmaktadir. Islemci okumak ve/veya yazmak amaci ile DRAM
yapisinda bulunan hiicrelere (21) erismektedir. DRAM yapisinda bulunan her bir
hiicreye (21) esit erisim bulunmamaktadir. Ornegin bir hiicreye daha sik erisim
olabilirken bir diger hiicreye daha az erisim olabilmektedir. Hiicrelere (21) ve
satirlara olan erisim takip edilerek, biitiin bu erigsimi gosteren erigim Griintiisii elde
edilebilir. Basvuru konusu DRAM yapisinda, satinn erisim oOrlintiisiine gore
satirlara  alttas  kutuplama  gerilimi  (B) uygulanmasi  saglanmaktadr.
Satirlara/hiicrelere (21) alttas kutuplama gerili uygulanarak (B) esik voltaji

arttirilmaktadir.

DRAM igerisinde bulunan satirlarda, hiicrelerde (21) veri saklanmaktadir ve
islemeinin caligmasi sirasinda s6z konusu satirlardaki, hiicrelerdeki (21) verilere
ihtiya¢ duyuldukga o satirlara erisilip, satirlarin tuttugu veriler okunmaktadir. Aym
zamanda DRAM igerisinde bulunan satirlara veride yazilabilmektedir, yazma

islemi yapilacagi zaman ilgili satira veri yazilmaktadir.

DRAM lerde bir satira erisildiginde s6z konusu satira yeniden erisilme olasiligi
viiksektir. Ornegin 56. satira erisildiginde o satira yeniden erisilme olasilig
erisilmeyen satirlara gore daha yiiksektir ve s6z konusu satira yeniden erisilecektir.
Bellekte veya benzer bir yerde bir tablo tutularak erisilen satirlarin riintiisii (erisim

listelemesi) saglanmaktadir.

Islemci tarafindan veri yazilmasi veya okunmasi amaci ile satirlara erisim oldukga
s6z konusu tabloya hangi satira ne zaman erisim yapildigma dair kayitlar
islenmektedir. Boylece erigilen satirlarin numaralan tabloda tutulmaktadir. Tablo
igerisinde hangi satirlara erisim oldugu ve tercihen erigim siklig tutulmaktadir. S6z
konusu tablo satirlarm erigim Orintiistini  olusturmaktadir. Satirlarm  erigim
oriintlisting bakilarak hiicrelerin (21) erisim oriintiisi de elde edilebilmektedir.
Tablodaki verilerden hangi satirlara erisim olup colmadigi belirlenebilmekte ve
erisilen satirlarin numaralari tablo igerisine kaydedilmektedir. Tablo igerisinde yer

alan ve erisim olan satirlara alttag kutuplama gerilimi (B) uygulanmaktadir. Bdylece
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tablo igerisinde yer alan erisim olan satirlara gerilim uygulanmamakta, tablonun

disinda yer alan satirlara gerilim uygulanarak esik degerleri arttirilmaktadir.

Tablonun i¢inde yer alan satirlar hali hazirda erisilen satirlar oldugu igin s6z konusu
satirlara bulunan veriler sizdirma zamamindan 6nce zaten kullamilmaktadir, séz
konusu satirlara sik erisim oldugu ve veriler kullanildigi i¢in erisilen satirlarin
veriyi kaybedecegi bir siire olmamaktadir. Bu durumda erisilen satirlarin zaten
veriyl kaybedecegi bir s1izdirma zamani gegmemekte ve yenileme yapmaya gerek
kalmamaktadir. Dolayis1 ile erisilen satirlara alttas kutuplama gerilimi (B)
uygulamaya gerek kalmamaktadir. Tablo disinda yer alan ve erisilmeyen satirlara
alttas kutuplama gerilim (B) uygulanmakta, gerilim ile s6z konusu satirlarin
icerisinde yer alan transistorlerin esik degeri arttirilarak daha az sizdirmasi

saglanmaktadir,

Bagvuru konusu patent ile satirlara, hiicrelere (21) erisim durumu kullanilmakta,
erigilmeyen satirlara kutuplama gerilimi (B) verilerek séz konusu satirlarda yer alan
transistorlerin esik degeri ylikseltilmektedir. Boylece sizdirma akimlari kutuplama

gerilimi (B) ile kontrol edilmektedir.

Bulus konusu DRAM vapisinda (1), kontrol {initesi (3) satirlara se¢im girisinden
gerekli gerilimi vermek icin uyarlanmustir. Kontrol {initesi (3) satirlara ait etiket
verilerine goére secim girisinden gerekli gerilimi verebilmektedir. Kontrol {initesi
(3) aym zamanda DRAM vapist (1) satirlarinin/hiicrelerinin erisim Oriintiisiine
tercihen bellekte bulunan tablodan ulagmaktadir. Kontrol {nitesi (3) satirlarin ve
hiicrelerin (21) erigim driintiisiine gdre erisim olmayan satirlarin ve hiicrelerin (21)
sizdirma akimm azaltmak icin s6z konusu satirlara ve hiicrelere (21) kutuplama

gerilimi (B) verilmesini saglamak igin uyarlanmistir.

DRAM vyapisinda (1) satirlara, hiicrelere (21} okuma veya yazma amaci ile erisim
oldugunda séz konusu satirlardaki veriler kullanilmaktadir ve ilgili satirlardaki

veriler kullanildig1 ig¢in yenileme yapilmasina gerek kalmamaktadir. Erisim olan
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satirlarin, hiicrelerin (21) ayrica yenilenmesine gerek kalmamaktadir. Basvuru
konusu DRAM vapisi (1) s6z konusu prensibe gore ¢aligmaktadir. Bir DRAM
yapisinda (1) okuma ve yazma igin erisilen satirlar ve bu satirdaki hiicreler (21)
erisimden dolay1 yenilemeye (refresh) ihtiyag duymamaktadir. DRAM yapisinda
(1) hiicrelere (21) erigsim islemci tarafindan veya farkli bir donamim tarafindan
olabilir. DRAM yapisinda (1) erigim olmayan hiicreler (21} kontrol finitesi (3)
tarafindan erigim oriintiisiine gore belirlenmektedir. Erisim Oriintiisii bir tablo ile
belirlenmektedir. Islemci tarafindan herhangi bir satira erisim oldugunda s6z
konusu tabloya hangi satira erisim oldugu kaydedilmektedir. Islemcinin okuma
veya yazma amaci ile her bir satira erisimi satir numarasi ile birlikte bir kayit olarak
tutulmaktadir. Bulusun bir uygulamasinda her bir satira erisim satir numarasi ile
birlikte tabloya kaydedilmektedir. S6z konusu tablo ile satirlarin, hiicrelerin erigim
orintiisic elde edilmektedir. Basvuru konusu bulusta erisim oriintiisii farkli
yontemlerle tutulabilmektedir, Kontrol tinitesi (3) kendi tuttugu tablo veya bellekte
tutulan tablodan erisim olan satirlarin, hiicrelerin erigim &riintiistin{i (listesini)
almaktadir. Kontrol {initesi (3) erisim olan hiicreleri (21) belirledikten sonra erigim
olmayan hiicreleri (21) tespit etmektedir. Kontrol {initesi (3) erisim olmayan
hiicrelere (21) kutuplama gerilimi (B) iletilmesi i¢in ¢ikis sinyali tiretmektedir.
Kutuplama gerili (B) farkli degerlerde olabilir. Kontrol iinitesi (3) Onceden
belirlenmis bir degerde kutuplama geriliminin (B) iletilmesini saglamak i¢cin ¢ikis
sinyali lireterek coklayiciya (4) iletmek i¢in uyarlanmistir. Kontrol iinitesi (3)
araciligi ile erisim olmayan hiicrelere (21) kutuplama gerilimi uygulanmaktadir.
Kutuplama gerilimi (B) hiicrelerde (21) bulunan transistorlerin esik degerini
yiikselterek sizdirma zamaninin uzamasint saglamaktadir. Boylece DRAM
yapisinin (1) erigilmeyen satirlardan, hiicrelerden dolay1 yenileme zamam sikligimin

arttirilmasina gerek kalmamaktadir.

Kontrol iinitesi (3) satirlarin, hiicrelerin (21) erisim &riintlisti degerlerine gore
kutuplama gerilimi (B) uygulanip uygulanmayacagina Karar vermekte ve
kutuplama geriliminin (B) hiicrelere (21) uygulanmasint saglamaktadir. Bu

uygulamada, kontrol {imitesi (3) erisim oriintisiine gore farklt kutuplama gerilimi
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(B} uygulanmasini saglayabilir.

Kontrol iinitesi (3) ¢oklayicinin (4) galismasini kontrol etmektedir. Coklayicinin (4)
se¢im girigine (selection input) bagl olan kutuplama geriliminin (B) hiicrelere (21)
iletilip iletilmeyecegine iliskin karart vermektedir. Kontrol tinitesi (3) DRAM
yapisinin (1) erigim Sriintilisiine gore ¢ikis sinyali tiretmektedir. Kontrol {initesi (3)
erisim oriintiisiinden erisim olmayan hiicreleri (21) belirledikten sonra ¢oklayiciya
(4) sinyal ileterek Onceden belirlenmis bir degerde kutuplama geriliminin (B)

hiicrelere (21} iletilmesini saglamaktadar.

DRAM yapisinda (1) erisim olmayan hiicreler (21) tespit edildiginde, kontrol
tinitesi (3) ¢oklayicinin (4) ¢ikigindan kutuplama hattina (212) kutuplama gerilimi
(B} iletilmesi i¢cin gerekli secim girigini iiretmektedir, Bir satira kutuplama gerilimi
(B), kontrol linitesinin (3) se¢im girisinden gelen gerilime gore ¢oklayicimin (4) veri
girislerinden en az birinden alinarak kutuplama hattina (212) kutuplama stirticiisii
(5) wvasitastyla iletilmektedir. Bu satirdaki her bir hiicrenin (21) erisim
trasnsistoriiniin (21 1) alttas terminaline kutuplama hattindan (212) gelen kutuplama
gerilimi (B) uygulanmaktadir. Erisim transistériine (211) kutuplama gerilimi (B)
uygulandiginda o transistdriin (211) esik deger gerilimi artmaktadir. Esik deger
geriliminin artmasiyla transistoriin (211} sizdirmasi azalmakta dolayist ile o

transistoriin (211) bulundugu hiicrenin (21} saklama zamani artmaktadir.

Kutuplama geriliminin (B) hiicrelere (21) uygulanmasi ile bir satirdaki tim
hiicrelerin (21) sizdirmasi azalmakta ve saklama zamani artmaktadir. Béylece o
satir i¢in yenileme zamani daha uzun segilebilmekte ve yenileme sikhgi azalmg
olmaktadir. Kutuplama gerilimi (B) tercih edilen siklikta ve zaman arahiginda

uygulanabilir,
Bulusun bir uygulamasinda, her bir satirdaki erisim transistorleri (211) tercihen tek

bir kutuplama hattina (212) baghdir. Bulusun bagka bir uygulamasinda, her bir

satirdaki erigim transistorlert (211) gruplanabilmekte ve kutuplama hatti (212)
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gruplara veya her bir gruba ayr1 ayr baglanabilmektedir. Her bir satirdaki erigim
transistorleri (211) ayni ve tek bir kutuplama hattina (212) baglidir. Her bir satirdaki
erisim transistorlerine (211} tek ve aym kutuplama hatti1 (212) iizerinden kutuplama
gerilimi  (B) uygulanmaktadir. Bu satirdaki herbir hiicrenin (21) erisim
transistOriiniin (211) alttag terminaline kutuplama hattindan {(212) gelen kutuplama
gerilimi (B) uygulanmaktadir. Erigim transistériine (211) kutuplama gerilimi (B)

uygulandiginda o transistoriin (211) esik deger gerilimi artmaktadir.

Bulusun tercih edilen bir uygulamasinda kontrol linitesi (3) bir satira kutuplama
gerilimi (B) uygulanip uygulanmayacagina karar vermek icin hiicrelere (21) ait
erigim Oriintlisiine bakmak ve erisim olmayan hiicrelenn tespit etmek igin

uyarlanmustir.

Bulusun bir uygulamasmda, coklayici (4) ikiden daha fazla girdi alabilir,
Coklayicimin (4) alacagr girdi sayist erisim Oriintiisii siiflandirmasina ve
uygulanabilecek kutuplama gerilim (B) (body bias gerilim) seviyelerine bagh
olarak degisebilir.

Hiicrelerin (21) ve satirlarin erisim oriintiisii, hiicrelere ne zamanlar erisim oldugu
farkli yontemlerle tutulabilir. Erisim oriintiisii farkli yontemlerle elde edilebilir ve
elde edilen Orlintliye goére hiicrelere (21), satirlara kutuplama gerilimi (B)
uygulanabilir. Erigsim oOriintlisiine gore gerekirse satirlar arasinda gruplandirma,
siniflandirma yapilabilir. Yapilan grup veya sinif sayisina gére satirlara veya farkli

satirlara ikiden ¢ok alttag kutuplama gerilimi (B} uygulanabilir.
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